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mismos y es sustancialmente no absorbente en la longitud de

COMPENDIO DE LA DESCRIPCION

" Un miembro fotbsensible que tiene por lo menos
dos materiales operativos. El primer material comprende un
material fotoconductivo que es capaz de fotogenerar e inyec
tar lagunas fotoexcitadas en un material contiguo electroéni
camente activo. El material electrdnicamente activo compren
de aromiticos sustituidos con fenilo tales como 2-fenilnaf~
taleno, 2-fenilantraceno, 2-fenilindol y polimeros de los -
onda de uso electrostatografico y es capaz de transportar -
lagunas fotogeneradas. Se puede combinar los materiales fo-
toconductivos y electrénicamente activos en configuraciones
de aglomerantes o de placa electrostatografica en capas.

FUNDAMENTOS DE LA INVENCION

La presente invencidn se relaciona en general
con electrostatografia y mas especificamente con un nuevo -
dispositivo fotosensible y un método para su uso.

En la técnica de la electrostatografia, se for
ma. una imagen sobre una placa electrostatogréfica, que con-
tiene una capa aislante fotoconductiva, cargando primeramen
te su superficie electrostética y uniformemente. Se expone
entonces la placa a un disefio de radiacién electromagnética
activadora tal como luz, que disipa selectivamente la carga
en las Areas iluminadas del aislador fotoconductivo mientras
queda una imagen electrostdtica latente en las éreas no ilu-
minadas. Se revela entonces esta imagen.electrostética la=-
tente de modo que forme una imagen visible, depositando par-
ticulas marcadoras electroscbdpicas finamente divididas sobre
la superficié de la capa aislante fotoconductiva.

Una capa fotoconductiva para el uso en electros
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tatografia, puede ser una capa homogénea de un solo material
tal como selenio vitreo o puede ser una capa compuesta que
contiene un fotoconductor y otro material. Uno de los tipos
de capa fotoconductiva compuesta, utilizada en electrostato
grafia, estd descrito en la patente norteamericana No. - -
3.121.006 de Middleton y Raynolds que describe una cantidad
de capas- aglomerantes que comprenden particulas finamente
divididas de un compuesto inorgénico fotoconductivo disper-
sado en un aglomerante de resina orgénica eléctricamente -
aiglante. En su.forma comercial actual, la capa aglomerante
contiene particulas de dxido de cinc uniformemente dispersa
das en un aglomerante de resina y estd aplicada como recu--
brimiento sobre un dorso de papel.

In ejemplos particulares de sistemas aglomeran
tes descritos en la ya mencionada patente norteamericana de
Middleton y otros, el aglomerante comprende un material que
incapaz de icansportar portadores de carga inyectados que =
han sido generados por las partidulas del fotoconductor, so
bre cualquier distancia significativa. Como resultédo, con
los materiales particulares descritos en dicha patente nor-
teamericana de Middleton y otros, las particulas de fotocon
ductor deben encontrarse en contacto sustancialmente conti-
nuo particula con particula a través de toda lacapa para -
permitir la disipacidn de la carga necesaria para funciona-
miento ciclico. Con la dispersidén uniforme de las particulas
de fotoconductor que se describe en dicha patente‘ngrteame-
ricana de Middleton y otros, resulta por lo tanto comunmen-
te necesaria una concentracién en volu?en relativamente ele-
vada del fotéconductor, hasta aproximadamente 50 por ciento

o més en volumen, para lograr suficiente contacte particula

es
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con particula del fotoconductor para una répida descargsa.
Sin embargo, se ha comprobado que altas cargas de fotocon-
ductor en las capas aglomerantes del tipo de resina dan por
resultado la destruccidn de la continuidad fisica de la re-
sina, reduciendo asl significativamente las propiedades me-
cénicas de la capa aglomerante. Las capas con elevadas car-
gas de fotoconductor se caracterizan a menudo por uma capa
aglomerante quebradiza que tiene poca o ninguna flexibilidad.
Por otra parte, cuando se reduce apreciablcmente la concen-
tracién de fotoconductor por debajo de aproximadamente 50 -
por ciento en volumen, se reduce el régimen de descarga ha-
ciendo dificil o imposible una formacién de imagen ciclica ¢
repetida a alta velocidad.

En la patente norteamericana No.'3.121.007 de
Middleton y otros, se describe otro tipo de fotoconductor
que incluye una capa aglomerante fotoconductiva bifésica -
que comprende particulas aislantes fotoconductivas que es-
tan dispersadas en una matriz aislante fotoconductiva homo-
génea. El fotoconductor afecta la forma de un pigmento cris
talino inorgénico fotoconductivo en particulas, que se des-
cribe en términos generales como estando presente en una -
cantidad de groximadamente 5 a 80 pcr ciento en peso. Se men
ciona que la fotodescarga es causada por la combinacidn de
portadores de carga genefados en el material de la matriz =
aislante fotoconductiva y los portadores‘de carga inyectados
desde el pigmento cristalino fotoconductivo hacia la matriz
aislante fotoconductiva.

En la patente norteamericana No. 3.037.86l1 de
Hoegl y otros, se describe que-el polivinilcarbazol manifieg

ta una cierta sensibilidad a los ultravioletas de onda lar-
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ga y sugiere que se puede exténder su sensibilidad espectral
hasta el espectro visible mediante la adicidn de sensibili-
zadores colorantes. En dicha patente norteamericana de Hoegl
y otros se suglere que es posible utilizar también otros -
aditivos tales como 6xido de cinc o bibdxido de titamo jun-
tamente con el polivinilcarbazol. De acuerdo con Hoegl y -~
otros,:resulta evidente que el polivinilcarbazol esté des-
tinado al uso como foboconductor, con o sin materiales adi-
tivos que extiendan su sensifilidad espectral.
Ademés de lo mencionado més arriba, han sido

propuestas ciertas estructuras en capas especializadas, par

ticularmente disefiadas para formacién de imagen refleja. -

Por ejemplo, en la patente norteamericana No. 3.165.405 de Hoes

terey se describe el uso de una estructura-aglomersnte de -
6xido de cinc en dos capas para la formacién de imagen re-
fleja. De acuerdo con dicha patente norteamericanbh de Hoes~
terey se utilizan dos capas fotoconductivas contiguas sepa~
radas que tienen diferentes sensibilidades espectrales a -
fin de llevar a cabo una sucesidén particular de formacibn -
de imagen refleja. El dispositivo de dicha patente norteame-
ricana de Hoesterey utiliza las propiedades de capas foto-
conductivas miltiples para obtener las ventajas combinades
de la fotarespuesta separada de las respectivas capas foto-
conductivas. '

Teniendo en cuenta las capas fotoconductivas
compuestas convencionales mencionadas mds arriba, se puede
ver que, por exposicién a la luz, se logra fotoconductivi-
dad en la estructura en capas mediante un transporte 'de car-
gas a través del cuerpo de la capa fot;conductiva, como en

el caso del selenio vitreo (y otras modificaciones en capas
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homogéneas). El dispositivo que utilizan estructurés aglo-
merantes fotoconductivas, que incliyen resinas inactivas -
eléctricamente aislantes, como las descritas en la patente
n&rteamericana No. 3121.006 de lMiddleton y ofros, se logra
la conductividad o tramnsporte de cargas mediante altas car-
gas de pigmento fotoconductivo que permiten contacto parti-
cula con particula de las particulas fotoconductivas. En el
caso de particulas fotoconductivas dispersadas en una matrig
fotoconductiva, como la que ée ilustra en la patente nortea
mericana No, 5.121.007 de Middleton y otros, la fotoconduc-
tividad se produce por generacibn de por%adores de carga -
tanto en la matriz fotoconductiva como en las particulas de
pigmento fotoconductor.

Aunque las patentes mencionadas més arriba se
basan en distintos mecanismos de descarga a través de la -
capa fotoconductiva, adolecen en general de deficiencias -
en comin cuando se expone la superficie fotoconductiva, du-
rante el funcionamiento, 81 ambiente circundante y particu-
larmente en el caso de la electrostatografia ciclica, son =~
susceptibles de abrasién, ataque quimico, calor y exposicio
nes miltiples a la luz durante la ciclacidén. Estos efeclos
se caracterizan por un gradual deterioro de las caracteris-
ticas eléctricas de la capa fotoconductiva que den por re-
sultado la impresidn de defectos superficiales y rayaduras,
dreas localizadas de conductividad persistente éue no alcan
zan a refener una carga electrostitica Yy elevada descarga |
en la oscuridad.

Ademés de los problemas mencionados més arriba.
estas capas fotoconductivas requieren que el fotoconductor

constituya ya sea el 100% de la capa, como en el caso de la




o s — i o ———_ o

10

15

20

25

dades fisicas del fotoconductor ¥y no por el material de re-

capa de selenio vitreo, o que‘contenga de preferencia una -
elevada proporcidén de material fotoconductivo en la configu
racidén aglomerante. Los requisitoq de una capa fotoconducti
va que contiene la totalidad o una proporcién principal de

un material'fotoconductivo, restringe més todavia las carac
teristicas fisicas de la placa, tambor o correa final, en

el sentido de que las caracteristicas fisicas, tales como -
flexibilidad y adhesidn del fotoconductor a un substrato de

soporte, quedan princpalmente determinadas por las propie-

sina o matriz que estéd de preferencia presente en una can-
tidad pequeia.

Otra forma de capé fotosensible compuesta, que
ha sido también considerada por la técnica anterior, inclu-
ye una capa de material fotoconductivo que esta cubierta -
por una capa de material pléstico relativamente délgada y -
aplicada como recubrimiento sobre un substrato de soporte.
La patente norteamericana No. 3.041.166 de Bardeen describe|
una configuracidén de esta clase en la cual un materiai plés-
tico transparente estd dispuesto encima de una capa de selg .
nio vitreo que estd contenida sobre un substrato de sopor-
te. Se describe el material pléstico como un material que -
tiene un alcance considerable para portadores de carge de 14
polaridad deseada. Durante el funcionamiento, la superficie
libre del material pléstico transparente se carga electros-
taticamente con una determinada polaridad. Se expone enton-|
ces el dispositivo a radiacién activadora que genera un par
laguna-electrdén en la capa fotoconduct}va. El electrén se -
mueve a través de la capa de material pléstico y neutrali-

za una carge positiva sobre la superficie libre de la capa
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ja mediante luz polarizada. Una de las formas de realizacily

utiliza una cape de particulas fotoconcuctivas orgénicas -

8

de material pléstico, creando asi una imagen electrostétical
Sin embargo, en dicha patente norteamericana de Bardeen, no
se describe ningin material pléstico especifico que actia -
en esta manera y limita sus ejemplos a estructuras que em-

plean un material fotoconductor para la capa superior.

(2]

En la patente francesa No. 1.577.855 de Herricl
se describe un dispositivo fotosensible compuesto, para fi-

nalidades especiales, que es apto para la expesicidn refle-

dicrbdicas dispuestas en manera orientada sobre un substrato
de soporte y una capa de polivinilcarbazol formada sobre la
capa orientada de material dicrdico. Cuando se carga y ex-
pone a la luz polérizada perpendicularmente cﬁn respecto a
la orientacién de la capa dicrdica, la capa dicrdica orien-
tada y la capa de polivinilcarbazol resultan ambas sustan-
cialmte transparentcs a la exposicidén de luz inicial. Cuan
do la luz polarizada incide sobre el fondo blanco del docu-
mento quese estéd copiando, la luz se despolariza, es refle-
jada nuevamente a través del dispositive y es absorbida por
el material fotoconductivo dicrbéico. En otra forma de rea-
lizacién, el fotoconductor dicrdico estd dispersado en una
manera orientada a través de la capa de polivinilcarbazol.
En las solicitudes de patentes norteamericanas
nGmeros 94,139, 93.994, 94.071 y 93.975, presentadas todas
el 12 de diciembre de 1971 y que son copéndientes con una
solicitud de patente norteamericana & lé cual corresponde
la presente solicitud, se describen miembros fotosensibles
gue tienen dos materiales funcionales. EL primer material ed

un fotoconductor que es capaz de fotogenerar e inyectar la-
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gunas fotoexcitadas y electrones en un material adyacente
contiguo electrbénicamente activo. El material electrénica-
mente activo comprende un material organico transparente -
que es sustancialmente no absorbente de la radiacién elec-
tromagnética en la regibén del uso electrostatogrifico de-
seado, pero Que es electronicamente activo en el sentido de
que permite la inyeccidén de lagunes o electrones fotoexci-

tados desde el fotoconductor y permite ademas que estas car

.gas fotogere radas sean tfansportadas a través del material

activo para disipar selectivamente una carga superficial.

El uso de materiales electrbonicamente activos,
en combinacidn con fotoconductores en fotorreceptores elec-
trostatogrédficos, segin se describe en las mencionadas soli
citudes de patentes norteamericanas, es de.enorme importan-
cia en electrostatografia. Por eemplo, este tipo de fotorre
ceptor puede contener unaAcantidad tan pequeiia como 0,1 %
en volumen de fotoconductor con respecto al material orgé-
nico electrdénico activo, de modo que resulta econdmico. Ade
més, estos fotorreceptores proveen notable resistencia fi-
sica y flexibilidad, lo cual permite su uso bajo condicio-
nes de reciclacidn rédpida que son necesarias en los proce-
dimientos electrostatogrédficos actuales.

Por consiguiente, se puede ver fdcilmente que
existe una continua necesidad de desarrollar fotorrecepto-
res electrostatograficos que tengan las necesarias propie-
dades eléctricas y fisicas para condicioﬁes de reciclacidn
rapida., Ademids, se podra apreciar ficilmente la necesidad
de fotorrecepfbres que contienen nuevas composiciones de -
nateriales orgénicos electrdnicamente ;ctivos y fotoconduc

tores.
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FINALIDADES DE LA INVENCION

" Por consiguiente es una finalidad de la pre-
sente invencidn proveer un nuevo dispositivo fotosensible
apto para la formacidn de imagen ciclica.

Otra finalidad de la presente invencidn es -
proveer un nuevo sistema formador de imagen.

Otra finalidad de la presente invencidn es -
proveer miembros fotosensibles que manifiesten una eficaz
fotogeneracién y transporte de lagunas.

Otra finalidad de la presente invencidn es -
proveer nuevos dispositivos fotosensibles.

\

Otra finalidad de la presente invencidn es -
proveer un nuevo método para formar imagen en dispositivos
fotosensibles. *

Otra finalidad de la presente invencidén es -
proveer nuevos dispositivos fotosensibles que son capaces

de manifestar notables propiedades mecanicas.

RESUMEN DF LA INVENCION

Se logra estas y otras finalidades, de acuer-
do con la presente invencidn, proveyendo un miembro foto-
sensible que tiene por lo menos dos materiales funcionales.
El primer material comprende una sustancia fotoconductiva
que es capaz de fotogenerar e inyectar lagunas fotoexcita-
das en un material contiguo o adyacente electrénicamente ac
tivo. El material electrbénicamente activo comprende un ma-
terial polimero o no polimero orgénico transparente que
sustancialmente no absorbe la luz visible o radiacidén en la
regidn de uso'que se desea, pero que es activo en el senti-
do de que permite la inyeccién-de lagunas fotoexcitadas des

de la capa fotoconductiva y permite que estas lagunas sean
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transportadas a través de la capa activa para descargar se
lectivamente una carga superficial sobre la superficie li-
bre de la capa activa. Los materisl es orgénicos particula-
res electrdnicamente activos, coutemplados para el uso en
la presente invencidn, incluyen los materiales elegidos -
del grupo que comprende 2-fenilnaftaleno, 2-fenilantrace-
nos, 2-fenilindol y polimeros de los mismos. Las configu-
raciones quimicas para estos tres materiales monbmeros son

las siguientes:

Un aspecto més amplio de la presente invencidn
incluye los siguientes compuestos; la clase de compuestos
que incluye aromdticos sustituidos con fenilo en los cuales
la posicidn del grupo fenilo esta determinada por elimina-
cibén del anilloc de articulacidn del aromético que tiene un
anillo més que el compuesto sustituido.

Se comprenderda que el uso de las presentes -
sustancias electronicamente activas permite una variedad de
estructuras fotorreceptoras. Por consiguiente, las sustan-
cias electrdénicamente activas pueden formar combinacidén con
material fotoconductivo bajo-la forma de una estructura -
aglomerante o una configuracidn en capés.

Se comprenderid ademids que los materiales acti-
vos de la presente invencidén no actlan’ como fotoconducto—-

res en la regidén de longitud de onda de uso electrostato--
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grafico. Seglin se menciond wads arriba, se generan pares -
laguna-electrén en el material fotoconductivo y las lagu-
nas son inyectadas entonces en el material contiguo o ad-
yacente electrbénicamente activo, produciéndose transporte
de lagunas a través del material activo.

' Una aplicacién tipica de la presente inven--
cidén incluye el uso de una configuracidén de celda o en ca-
pas que, en una de las formas de realizacbn, consiste en un
substrato de soporte, tal como un conductor que lleva sobre
el mismo una capa fotoconductiva. Por ejemplo, la capa foto
conductiva puede afectar la forma de una capa de selenio -
amorfo o vitreo. Una capa transparente de 2-fenilindol, -
qué pernite la inyeccién y transporte de lagunas, esta apli
cada como recubrimiento sobre la capa fotoconductiva de se
lenio. El uso de la capa transparente electrdnicamente acti|
va de 2-fenilindol permite aprovechar la disposicidén de una
capa fotoconductiva adyacentemente a un substrato de sopor-
te y proteger la capa fotoconductiva con una superficie su-
perior que permite el transporte de lagunas fotoexcitadas
desde el fotoconductor y al mismo tiempo actua de modo que
protege fisicamente a la capa fotoconductiva contra las -
condiciones ambientales. En esta estructura se puede enton-
ces formar una imagen en la forma electrostatografica con-
vencional, lo cual incluye comunuente carga, exposicidn por
proyeccién bptica y revelacidn.

En general, las ventajas da'la estructura y -
método mejorados para la formacidén de imagen, resultaran
evidentes al considerar la siguiente descripcidén de la in-
vencidn; especialmente al considerarla con referencia a los

dibujos que se acompaiian.
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BREVE DESCRIPCION DE I1OS DIBUJOS

La figura 1 ilustra un trazado de fotosensibi
lidad en funcién de la dependencia del campo, para un ma-
terial electrénicamente activo solamente y junto con un fo
toconductor,

La figura 2 es un trazado similar a la figura
1, para un segundo material activo.

La figura 3 representa un trazado de espectro
de absorcidn para el polivinilcarbazol.

La figura 4 representa un trazado del espectro
de absorcidn para el pireno.

La figura 5 es una ilustracién esquemitica de
una primera forma de realizacidn de un dispositivo de la -
presente invencidn.

La figura 6 ilustra una segunda forma de rea-
lizacidn de un dispositivo de la presente invencidn.

Le figura 7 ilustra una tercera forma de reali
zacién de un dispositivo de la presente invencidn.

La figura 8 ilustra la cuarta forma de reali-
zacién de un dispositivo de la presente invencidn.

La figura 9 ilustra una quinta forma de reall
zacidn de un dispositivo de la presente invencidn; y

La figura 10 ilustra las caracteristicas de -

descarga de los presentes materiales electronicamente acti

" VOS.

DESCRIPCION DETALLADA DE Loé DIBUJOS

Segin se le define aqui, un fotoconductor es
un material que es eléctricamente fotosensible a la luz en

la regién de longitud de onda en la cual se le debe utili-

zar., Mas especificamente, es un material cuya conductividad
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¢ .
eléctrca aumenta significativamente en respuesta a la ab-
sorcién de radiacién electromagnética en una regidén de lon
gitud de onde en la cual se le debe utilizar. Se necesita
esta definicibén debido al hecho de que una vasta cantidad
de compuestos organicos aromiticos se sabe o se espera que
son fotoconductivos cuando se los irradia con radiacidén ul
travioleta, rayos X o rayos gamma fuertemente absorbidos.

La fotoconductividad en materiales orgénicos es un fendme-

no comin. Practicamente todos los compuestos orginicos al-

tamente conjugados manifiestan un cisrto grado de fotocon-
ductividad, bajo condiciones apropiadas. La mayoria de es-
tos materiales orginicos tienen su principal respuesta de

longitud de onde en los materiales sensibles al ultraviole
ta y su respuesta a longitudes de onda cortas no es parti-

cularmente apropiada para el coplado de documentos o repro

duccidn en colores. Teniendo en cuenta la general prevalenc)

de la fotoconductividad en compuestos orginicos después de
la excitacidén con longitudes de onda cortas, resulta por -
lo.tanto necesario que, para la presente invencidén, se in-
terprete los términos "fotoconductor' o "fotoconductivo" -
como incluyendo solamente aquellos materiales que son en -
efecto fotosensibles en la region de longitudes de onda en
la cual se los debe utilizar.

El material electrdnicamente activo, tal como

se le describe en la presente invencidén, al cual se denomirs|

también material de matriz activo cuando se le utiliza como
matriz para una capa aglomerante, es un material sustancial
mente no fotoconductivo que mantiene un rendimiento de in-

yeccidn de 1égunas fotoexcitadas, desde la capa fotoconduc-

tive, de por lo menos aproximadamente 10% con campos de -

a
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aproximadamente 2 x 107 V/cm..Este material se caracteriza
ademds por la capacidad de transportar el portador por 1o

menos 1077 cm. para un campo de no mas de aproximadamente

10°

regién de longitudes de onda en la cual se debe utilizar

V/cn. Ademds, el material activo es transparente en la

el dispositivo.
Los materiales de transporte activos que se -

utilizan Jjunamente con fotoconductores en la presente inven

cidén, son materisles gue son aisladores hasta el punto de

que una carga electrostdtica, aplicada a dichos materiales
de transporte activos, no es conducida en susencia de ilu-~
minacién a un régimen suficiente para impedir la formacidn
y retencién de una imagen latente electrostatica sobre el
mismo. En general, esto significa que 1la resistividad espe-
cifica del material de transporte activo deber& ser por lo
menos aproximadamente 1010Jﬁ./cm. ’

Seglin se habra podido apreciar a través de la
precedente descripcidn, los materiales particulares que -
gson (tiles para los sistemas de transporte activo de la pre
sente invencién, son incidentalmente también fotoconducti~
vos cuando absorben radiacidén de longitudes de onda apro-
piadas pars excitacidén electrdnica. Sin embargo, la foto-
rrespuesta en la regidn de longitudes de onda cortas, que

+

queda fuera de la regidn espectral para la cual se utilizg
ra el fotoconductor, carece de importancia para el.compor—
tamimto del dispositivo. Es sabido que la radiacibn debe -
ser absorbida para excitar la fespuesta fotoconductiva y -
el criterio de transparencia enunciadq mds arriba pafa los

nateriales activos implica que estos materiales no contri-

buyen significativamente a la fotorrespuesta del fotorrecep
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tor en la regidén de longitudes de onda de uso.

' La razén del requisito de que los materiales
dé'transporte activos deben ser transparentes, se hace en
la comprobacidn de que, bajo todas las condiciones practi-
cas, el rendimiento de fotoinyeccidn desde el fotoconductor
hacia los materiales activos, para radiacién visible absor
bida por el fotoconductor, excede considerablemente la fo-

tosensibilidad intrinseca del material activo en cualquier

regidén de longitudes de onda, ya sea visibles 0 no. Se -

ilustra esta situacidon en las figuras 1 y 2, que muestran
una comparacidn de la dependencia de la sensibilidad de in
yeccidn, con respecto al campo, del selenio fotoconductor
hacia dos materiales electrénicamente activos y la fotosen
sibilided intrinseca de los mismos, descritos en las soli-
citudes de patentes norteamericanas No. de serie 93.994 y
84,139 que estén copendientes de una solicitud de patente
norteamericana a la cual corresponde la presente solicitud
que son el polivinilcarbézol (PVK) y polivinilpireno (PVP),
cada uno wmedido con muestras de un espesor de 20 micrones
contenidas sobre un substrato de aluminio y qe se preparan me
diante los métodos descritos en las solicitudes de patente ‘
norteamericanas copendientes mencionadas nés arriba. Las -
curvas para las estructuras en capas del mismo material, -
que tiene un espesor de 0,4 micrdn de selenio vitreo forma-
das entre la capa de material active y el substrato, son si
nilares al caso de la estructura ilustrada en la figura 2.
Se determina los datos de las figuras 1 y 2 trazando la ga-|
nancia elect;éstatogréfica inicial (g) en funcidén del campo
aplicado. Se calcula la ganancia electrostatogrdfica en ba-

se al régimen de descarga inicial.
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(av/at),_,
(e1a/§ )

donde I es el flujo de fotones incidentes, § es el espesor

g::

de la capa, 6 es la permitividad eléctrica y e es la carga
electrénica. Se observard una ganancia electrostatografica
de la unidad; si se excita un portador de carga por fotdn
incidente y que se mucve a través de la capa. Resulta evi-
dente, de acuerdo con las figuras 1 y 2, gque la fotoconduc~
tividad -intrinseca de los materiales activos, para su lon-
gitud de onda de cresta de absorcidén (excitacién ultravio-
leta), conduce a ganancias considerablemente menores que la
estructura bifhasica que incorpora materisles fotoconducti-
vos eficientes, como lo ilustrado por las estructuras en ca
pas que utilizan las capas delgadas de selenio con materia-
les activos apropiados, pudiéndose lograr ganancias de apro
ximadamente 0,70 para un campo de aproximadamente 10 V/cm,
utilizando una longitud de onda de excitacién dentro del ~
espectro visible (4000 & - -8000 £).

lLas figuras 3 y 4 son espectros de absorcién
para PVK y PVP a longitudes de onda de 2500 i a 4000 2 « Re+
sulta evidente, de acuerdo con estos espectros, que el PVK .
y PVP manifiestan descarga despreciable o ninguha, cuando
se los expone a una longitud de onda de luz que es Util en
electrostatografia, es decir 4000 2 - 8000 i. La evidente
mejora del comportamiento que se obtiene‘como resultado del
uso de los sistemas bifésicos de esta naturaleza, ﬁodré lo-|
grarse cuando el material active es sustancialmmte transpa-
rente a la radiacidn en una regidn en la cual se debé utili
zar el fotoconductor. Puesto que cualéhier absorcidn de ra-

diacidén deseada por parte del material activo impedird que
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esta radiacidén alcance al material fotoconductivo donde es
aprovechada con eficacia considerablemente mayor. De esto
se desprende que resulta ventajoso utilizar materiales elec
trénicemente activos que son transparentes en la longitud
de onda en la'cual el fotoconductor tiene su principal res-
puesta y més particularmente en la regidn de longitud de -
onda en que el fotoconductor debe ser utilizado. Los mate-
riales electrbénicamente activos de lé presen%e invencion -
demuestran también transparencia y ausencia de absorcién -
en la regidn de longitud de onda de 4000 % a 8000 f.
Haciendo referencia a la figura 5, la referen
cia numérica 10 ilustra una forma preferida de realizacibdn
de la presente invencidn que comprende un miembro fotosen-
sible que afecte la forma de una placa que‘tiéne un subs~
trato de soporte 1l recubierto con una capa aglomerante 12.

El substrato 11 comprende de preferencia cualquier material

conductivo apropiado. Conductores tipicos comprenden alumini

acero, latdén o similares. E1l substrato puede ser rigido o
flexible y de cualquier espesor conveniente. Substratos ti
picos incluyen correas o manguitos flexibles, hojas, lémi~
nas, placas, cilindros y tambores. El substrato o soporte
puede comprender también una estructura compuesta tal como
un delgado recubrimiento conductivo aplicado sobre una bHa-
se de papel; un material pléstico recubierto con una delga-~
da capa conductiva tal como aluminic o ioduro de cobre; o
vidrio recubierto con un delgado recubrimiento conductivo
de cromo u dxido de estafio. Cuando se ubtilice un substrato
transparente, -se comprenderid que se puede llevar opcional-
wmente a cabo la exposicidén en configuracidén de imagsen a tra

vés del substrato o dorso del miembro formador de imagen.

0,



R

10

16

20

28

30

La capa aglomerante 12 contiene particulas -
fotoconductivas 13 dispersadas en una manera no orimtada
en una matriz electrdnicamente activa o material aglomeran
te 14. Las particulas fotoconductivas pueden constituir -
en cualquier fotoconductor inorginico u orgénico apropia-
do y mezclas de los mishos, que son capaces de inyectar ~
lagunas fotoexcitadas en la matriz. Materiales inorgénicos

tipicos incluyen compuestos cristalinos inorgénicos y vi-

. drios fotoconductivos inorganicos. Compuestos cristalinos

'. 2 s ] . -« .. .
inorgénicos tipicos incluyen sulfoseleniuro de cadmio, se-

leniuro de cadmio, sulfuro de cadmio y mezclas de los mis~
mos. Vidrios fotoconductivos inorgénicos incluyen selenio
amorfo y aleaciones de selenio tales como selgnio-telurio y
selenio~arsénico. Se puede emplear también.el selenio- ba-
Jjo una forma cristalino que se conoce como selenio trigonal
Materiales orgénicos tipicos incluyen pigmentos de ftalo-
cianina tales como lu forma X de ftalocianina libre de me-
tal que se describe en la patente norteamericana No. - =
3.357.989, concedida a Bryne y otros, ftalocianinas de me~
tal tales como ftalocianina de cobre; quinacridonas obte-
nibles de DuPont bajo la denominacidn comercial Monastral
Red, Monastral Violet, and Monastral Red Y; 2,4-diamino-
triacinas sustituidas descritas por Weinberger en la pa-
tente norteamericana No. 3.445.227; trifenodioxacinas des-
critas por Weinberger en la patente nortgamericana No. =
3.442,781; quinonas arométicas polinuc;eares obtenibles de
Allied Chemical Corp. bajo la denominacién comercial Indo-
fast Double Scarlet, Indofas Violet Lake B, Indofast: Bri-
lliant Scarlét, e Indofast Orange. De.ninguna manera debe

considerarse como limitativa la precedente lista de foto-
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quier polimero (un polimero es una molécula grande construi-
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cohductores, siendo simplemente ilustrativa de nateriales
apropiados. El tamafio de las particulas fotoconductivas no
es critico, aunque se obtienen resultados particularmente
satisfactorios con particulas comprendidas en la gama de
tamafios de aproximadamente 0,01 a 1,0 micrdn.

Seglin se menciond més arriba, el material fo-
toconductivo de la presente invencidén se utiliza en una -
manera no orientada. Bajo la expresién no orientado debe ~
entenderse aqui que el pigmento o material fotoconductivo
es isotrdpico con respecto a la radiacidn electromagnética
excitadora, en el sentido de que es iguaimente sensible a
cualquier polarizacidén de la radiacién excitadora.

¥l material de matriz electrénicamente activo
14 comprende los materiales orgénicos 2-fenilnaftaleno, 2-
fenilantraceno y 2-fenilindol y estos materiales mantienen
la inyeccidon de lagunas fotoexcitadas desde el pigmento -
fotoconductivo y permiten el transporte de estas lagunas a
través del material de matriz activo para descargar selec-
tivamente una carga de la superficie. Ademads, polimeros de
condensacibn, de adicidén y otros tipos de polimeros de 2-
fenilnaftaleno, 2-fenilantraceno y 2-fenilindol son elec-
tronicamente activos y quedan comprendidos dentro del alcang
de la presente invencidn.

Segln se hizo notar mas arriba, el uso de cual

da por la repeticién de pequeilas unidades quimicas simples)
cuya unidad repetitiva contiene el mondémero orginico elec~
trénicamente éctivo apropiado de la presente invencidn, es
decir 2-fenilindol, queda comprendido dentro del alcance de

la presente invencidn. Por lo tanto, no se debe considerar

d3}
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restringida la presente invencidn por el tipo de polimero
que se puede utilizar como material de matriz. Los poliéste
res, polisiloxenos, poliamidas, poliuretsnos y epbéxidos, -
como asi también copolimeros en blogues, aleatorios o de ~
injerto (que contienen la unidad repetitiva aromitica) son
ejemplos de los diversos tipos de polimeros que se pueden
emplear. Ademés, se ﬁuede utilizar taubién mezclas apropia-
das de polimeros activos con polimeros inactivos o materia~
les no polimeros. .

En general, la capa activa es sustancialmente
transparente o no absorbente en por lo ménos cierta porcidn
significativa de la gama de aproximadamente 4000-8000 Angs-
troms y-sin embargo, actia todavia de modo que permita lia -
inyeccidn y transporte de lagunas generadas dentro de esta
gama de longitudes de onda por las particulas de pigmento

fotoconductivo.
Un limite superior de la concentracibén o espa~
cio ocupado en volimen, del fotoconductor, estéd gobernado
por diversos factores: notablemente (1) la etapa para la ~
cual»se ven seriamente desmejoradas las propiedades fisicas
del polimero; (2) la etapa para la cual tiene lugar un traqg‘
porte significativo por contactos particula con particuls;
¥y (3) la etapa para la cual, con pigrentos conductivos ta~
les como selenio trigonal, tiene lugar un excesivo barrido
de lagunas durante la carga. Estos des Ultimos factores -
conducen a menudo a una falta de capaci@ad'de cicléje. En
general, para lograr la mejor combinzcidén de propiedades -
fisicas y electricas, el limite superior para el pigumento
fotoconductivo o partimlas no debe se£ mayor de 5 por cien-

to aproximadamente en volumen de la capa aglomerante. Para
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particulas fotoconductivas se necesita un limite inferior
de aproximadamente 0,1 por ciento en volumen de la capa =
aglomerante para asegurar que el coeficiente de absorcién:
de la luz es suficiente para dar una generacibn apreciable
de portasdores. Para lograr un régimen de descarga cercana-
mente equivalente bajo ambas condiciones de carga, es necg
gsario trabajar en una regidén de volumen ocupado en que la

profundidad término medio de penetracién de la luz es pro-

xima al centro de la capa.

En la solicitud de patente norteamericana No.
de seriec 93.994, que es copendiente con la solicitud de pa~
tente norteamericana a la cual corresponde la presente so-
licitud, se encontraréd una explicacidn completa de las ca-
racteristicas de carga de una placa aglomerante activa con
respecto a la concentracién en volumen y se incorpora aqui
a titulo de referencia los contenidos de dicha solicitud de
patente norteamericana.

Seglin se describe en la mencionada solicitud
de patente norteamericana No. de serie 93.994, se requekre
une gona critica de aproximadamente 0,1 a 5 por ciento en
volumen del fotoconductor para lograr las ventajas de las
composiciones aglomerantes de matriz electrdnicamente acti-
va de la presente invencidn.

El espesor de la capa aglomerante no es parti-
cularmente critico. Se ha comprobado que son satisfactorios
espesores de la capa de aproximadamente é a 100 micrones,
obteniéndose resultados particularmente buenos con un es-
pesor preferido de aproximadamente 5 a 50.

Haciendo referencia a la figura 6, la referen-

cia numertra 10, indica un wmiembro formador de imagen que -
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afecta la forma de una placa que comprende un substrato de

soporte 11 que tiene sobre el mismo una capa aglomerénte 12
y una capa activa 15 que estéd dispuesta sobre la capa aglo-
merante 12. El substrato 11 estd de preferencia constituido
por cualquier material conductivo apropiado, como los deli-
neados para el substrato de la figura 5.

La capa aglomerante 12 contiene particulas fo-
toconductivas 13 dispersadas aleatoriamente sin orientacidn
en un aglomerante 1l4. Las particulas fotoconductivas pue- -
den consistir en cualquier fotoconductor inorgénico u orgi-
nico .apropiado y mezclas de los mismos. Materiales fotocon-
ductivos apropiados incluyen los definidos mas arriba para
la estructura de la figura 5.

El material aglomerante 14 puede comprender -
cualquier resina eléctricamente aislante como la descrita
en la ya mencionada patente,norteameric&da No. 3.121.006 de
Middletdn y otros o cualguier material activo aprdpiado que
puede ser el mismo o diferente que el utilizado para. la,ca-
pa 15, Cuando se utiliza una resina eléctricamente inacti-
va o aislaqte, eé esencial que haya contacto particula con
particula ;ntre las particulas fotoconductivas. Esto'requig
re que el material fotoconductivo esté presente en una can-
tidad de por lo menos aproximadamente 25 % en volumen de -
la capa aglomerante sin limitacidén de la cantidad mé&ima de
fotoconductor en la capa aglomerante. Si la matriz o aglo-
merante comprende un matérial electronicamente activo, el
material fotoconductivo necesita solamente comprender apro
ximadamente 1 por ciento en volumen o menos de la capa gng

merante, sin limitacidén de la cantidad méxima de fotocon-

ductor en la capa aglomerante. El espesor de la capa foto~
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conductiva no es critico. Se ha comprobado que son satisfac
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torios espesores de capa de aproximadamente 0,05 a 20 micro
nes, obteniéndose buenos resultados con un espesor preferi-
do de aproximadamente 0,2 a 5 micrones.

La capa electrdonicamente activa 15 comprende
los materiales electrdénicamente activos 2-fenilnaftaleno,
2-fenilantraceno, 2-fenilindol y polimeros de los mismos.
Estos materiales son capaces de mantener la inyeccidén de la
gunas fotoexcitadas desde la capa fotoconductiva 7y permi-
tir ei transporte de estas lagunas a través de la capa orgi
nica de modo que descargue selectivamente una carga de la
supe;ficie. La capa activa no solo sirve para transportar
lagunas, sino que protege también la capa fotoconductiva
contra ataque abraéivo o quimico y por lo tanfo prolonga -~
la vida til del miembro formador de imagen fotorreceptor.

En general, el espesor de la capa electrdnica-
mente activa deberd ser aproximadamente 5 a 100 micrones, pg
ro se pueden emplear tembién espesores fuera de esta gama.
Se deberi mantener la relacidn entre el espesor de la capa
activa y el de la capa fotoconductora aproximadamente entre
2:1 y 200:1.

En otra forma de realizacidn de la presente -
invencidn, se modifica la estructura de la figura 6 para -
asegurar que las particulés fotoconductivas afectarén la
forma de cadenas continuas a través del espesor de la capa
aglomerante 12. Se ilustra esta forma de-realizacién en la
figura 7, en lé cual la estructura bésiéa ¥ los materiales
son los mismos- que en la figura 5, con excepcibén de que las
particulas fotoconductivas 13 afectan la forma de cadenas

continuas.
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La capa fotoconductiva puede constituir tam~
bién por entero en el material fotoconductivo no orientado
sustancialmente homogéneo, por ejemplo, una capa de selé»
nio amorfo o aleacidén de selenio o una capa fotoconducti-
va en polvo o concrecionada tal como sulfoseleniuro de -~
cadmio o ftalocianina., Se ilustra esta modificacién en la
figura 8, en la cual un miembro fotosensible 30 comprende

un substrato 11 que tiene una capa fotoconductiva homogé-

nea 16, con una capa orgénica activa sobreyacente 15.

Otra modificacidn de las configuraciones aglo
merante Yy en capas ilustradas en las figuras 5, 6, 7 ¥y 8,
incluye el uso de una capa de bloqueo 17 en la interfaz -~
substratofotoconductora. Se ilustra esta configuracidn me-
diante el mieambro fotosensible 40 en la figura 9, en la cual
el substrato 1l y la capa fotoconductiva 16 estan separadas
por una capa de bloqueo 17. La capa de blogueo adtua de mo
do que impide la inyecciébn de portadores de carga desde el
substrato hacia la capa fotoconductiva. Se puede emplear
cualquier material de bloqueo apropiado. Materiales tipi-
cog incluyen nildn, epdxido y éxido de aluminio.

. Segln se mencioné més arriba, el material foto
conductor, ya sea bajo la forma de un pigmento o como una
capa homogénea, es utilizado en manera no orientada. Bajo
la expresion no orientado debe entenderse aqui que el pig-
mento o capa fotoconductiva es isotrdpico con respecto a la
radiacidén electromagnética excitadora,_o‘sea que eé igual-
mente sensible a cualquier polarizacién de la radiacidn ex—

citadora.

En genral, las estructuras aglomerante y en -

capas de la presente invencidén requiere elegir el fotocon-
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ductor o adaptarlo con los materisles electrbnimmente ac~
tivos de la presente descripcibn, de modo que serén genera-
das cargas por radiacidn a la cual son transparentes o no
absorbentes los materiales activos. Esta &rea corresponde a
regién de longitudes de onda de aproximadamente 4000-8000
Angstroms qué es la gama preferida para utilizacidn elec~
trostatogrifica. Ademés, el fotoconductor deberd ser sensi-

ble a todas las longitudes de onda de 4000 a 8000 Angstroms

nes de wateriales fotoconductor-activo de la presente in-

vencibén, dan por resultado la inyeccidén y subsiguiente trang

porte de lagunas a través de la interfaz fisica entre el -
fotoconductor y el material activo.

DESCRIPCION DE ILAS FORMAS PREFERIDAS DE REALIZACTION

Los siguientes ejemplos definen mis especifi-
camente la presente invencidén con respecto a un método para
producir un miembro fotosensible que contiene una capa fo-
toconductiva que es contigua a una capa del material elec-
trénicamente activo de la presente invencidén. Los porcenta-
jes son en peso & menos que se indique lo contrario. Los -
siguientes ejemplos estén destinados a ilustrar diversas -
formas preferidas de llevar a la préctica la presente in-
vencidn. ]

EJEMPLO 1

Se prepara una placa o estructura en capas, -
gque es similar a la ilustrada en la figufa 9, que consiste ¢
una capa de 20 micrones de 2-fenilindol, aplicada como re-
cubrimiento sobre una capa de 1 micrdén de selenio amorfo de
positado sobre un substrato de vidrio NESA de 2,54 x 2,54

cm., de la siguiente manera:

una

n
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1) Se forma una ‘capa de blogqueo de polivinilcay
bazol de un espesor de 0,2 micrén sobre una de las super-
ficies del substrato NESA mediante recubrimiento por inmer
sibén del substrato en una solucidn al 1% de polivinilcar-
bazol en tolueno. Después de recubrirlo, se seca el subs-
trato al aire a 1002 C, durante 16 h.

2) Se aplica una capa fotoconductora de sele-
nio vitfeo sobre la capa de bloqueo mediante técnicas de -
deposicibn bajo presidn reducida como las descritas en las
patentes norteamericanas No. 2.753%.278 y 2.970.906 de Bix-
by. Se forma la capa de selenio con un espesor de aproxima-
damente 1 micrbén. Durante la deposicidén, se mantiene la tem
peratura del substrato aproximadamente entre 25 y 552 C. Se
mantiene la fusnte de selenio a 2602 C y se lieva a cabo -
la evaporacidn bajo una presién de 1 x 10~° Torr.

3) Se coloca entonces la placa, asi'formada
en capas, en una segunda cdmara de presidn reducida y se -
dispone 1 g. de 2-fenilindol en el crisol de evaporacidn.
Se evapora entonces bajo presién reducida el material or-
ghnico, bajo una presidn de 5.x 1078 Torr, sobre la capa
de selenio en 30 min, a una temperatura de la fuente de ~
aproximadamente 502 C, mientras se mantiene el substrato a
una temperatura de aproximadamente 102 C, Esto da por re-
sultado un espesor de la capa de 2-fenilindol de aproxima~
damente 20 micrones. Se deja enfriar la placa en capas re-
sultante bajo presidén reducida a la températura ambiente -
durante 24 h. '

EJEMPLO 2
) Mediante los procedimiatés de evaporacidén ba-

jo presidn reducida delineados en el Bjemplo 1 se prepara -

una estructura en capas que es similar a la del Ejemplo 1,
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que comprende una capa de 35 micrones de 2-fenilnaftaleno
aplicada como recubrimiento sobre una capa de 0,5 micrén de-
selenio depositada sobre un substrato de vidrio NESA. Al -
formar la capa de 2-fenilnaftaleno, la presidén es de 6x10~°
Torr y se lleva a cabo la deposicidn durante 150 min. a una
temperatura de la fuente de 502 C y una temperatura del suls
trato de 02 C,

Se mide las caracteristicas de descarga de las
~placqs electrénicamente activas preparadas de acuerdo con -
les Ejepplos 1 y 2. Especificamente, se carga por efecto =
corona las estructuras en capas hasta un potencial negati-
vo selectivo V0 Y se las expone a una fuente de luz monocro
mhtica de 4000 X a un flujo de 2 X 10%2 fotones/cm?—seg. A
esta longitud de onda, los materiales electrbénicamente actiy
de la presente invencién son sustancialmente no absorbentes
Yy el selenio es fotosensible, El régimende descarga inicial
(an) m=o de cada placa, al potencial seleccionado, se mide
gg acuerdo con las técnicas delineadas por P. Regensburger

en "Optical Sensitization of Charge Carrier Transport in

PVK", Photochemistry and Photobiology 8, p. 429-40 (noviem-~|

bre 1968), que se incorpora aqui a titulo de referencia.

Se mide una cantidad de regimenes de descarga
inicial a potenciales seleccionados para cada placa, divi-
didos por el espesor de la capa organica electrdnicamente
activa y se traza sobre una escala logaritmica en funcidn
del correspondiente campo aplicado E, geéﬁn se puede ver en
la figura 10. Este tipo de grafico indica la manera en que
la movilidad de la carga depende del campo a través de la
respectiva capa orgénica electrdnicamente activa. La curva

A representa la movilidad de carga de las lagunas fotogene-
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radas a través del selenio. El material electrdénicamente ~
activo ideal, en combinacidén con selenio, se aproximari es-
trechamente a la curva de dependencia del campo A para el -~
selenio.

Seglin se puede ver en la figura 12, curva B,
la placa en capas de selenio y 2-fenilnaftaleno tiene una
descarga apropiada para campos aplicados que son aproximada-
mente superiores a 1 V/micrdn. Ademés, la curva indica que
el 2-fenilnaftaleno transporta lagunas en una manera sufi-
cientémente apropiada para dar por resultado una tensidn re<
sidual aceptable después de la descarga en comparacidn con
una capa fotorreceptora de selenio puro. La curva C, que =~
corresponde a la placa en capas de selenio y 2-fenilindol,
demuestra un campo de umbral aln mas bajo al éual se pro-
duce movilidad de cargas y por lo tanto'quedaré un minimo
de tensién residual en respuesta a la descarga. !

Aunque no se la debe interpretar como limitan-
do a la presente invencidén, sz ha especulado con una teoria
para explicar las propiedades electrdénicamente activas de -
los presentes materiales. Se ha establecido que el pireno,
tetraceno, 1,2-benzantraceno y 3,4-benzocarbazol son elec~
tronicamente activos y el criterio importante para ello es

la extensidén de la deslocalizacidn dl electrdn 7.

R .,

Tl ',: 2%,

- - ot
~
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tetraceno ‘ 1,2-benzantraceno
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El grado de deslocalizacidn del electrdén queda
demostrado bor la introduccidén de un sexteto bencenoide en
el tetraceno y 2 en el 1,2-benzantraceno (E. Clar, "poly-
clicic Hydrocarbons" Academic Press, 1964, Nueva York). Se
han trazado flechas para indicar el movimiento del sexteto
entre los anillos del compuesto. Estos sextetos estan com-
puestos por tres pares de electrones”)) mdéviles, dos de los
cuales estédn confinados a los anillos individuales mientras
que el par restante es libre para nigrar a través del sis-
tema. A medida que el sistema de anillo sobre.el cual nigra
este tercer par se hace mis extendido, ténto mayores la des
localizacidén del electrén %y . Esto equivale a decir que los
electrones JJ” estén menos blindados por la carga nuclear po-
sitiva que en un sistema de anillo menos extendido, siendo
el limite el benceno.

En el 1,2-benzantraceno hay dos sextetos, sien
do ambos capaces de transmitir un par movil de electrones -
al anillo de articulacién del sistema angulér. Esto forma
un sexteto inducido en el anillo. E1l doble enlace en la po-
sicidn 3,4 es mls o menos formal, segiin queda en evidencia

por la reaccidén en estas posiciones. Los espectros muestran

que la deslocalizacidén tiene lugar ain en el caso de separay

se el grupo -CH=CH~-, Es decir, el 2-fenilnaftaleno tiene un
espectro electrdnico similar al del 1,2-benzantraceno. Mas
especificamente, se cree que las orbitalqs p del grupo feni
lo interactlan con las de la'molécula sustituida, debido a
coplanaridad de los anillos. Los electrones son capaces de
deslocalizarse‘alrededor del plano completo de la molécula.

Por lo tanto, comparando el 2-fenilnaftaleno

—
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con el benzantraceno precedente, es pronosticable una acti
vidad electrdénica similar. Lo mismo es valido para el 1,2-
benzotebraceno y 2-fenilantracenoc.,

Se puede llegar a una imagen similar cuando -
se considera el carbazol. Es decir, un anillo bencenoide en
una posicidén angular aumentard la deslocalizacién del sis-

tema aromético completo. Considérese las estructuras:

3,4-benzocarbazol 1,2-benzocarbazol

En ambas moléculas, el anillo angular aporta
electmmes T al sistema carbazol. Es de esperar que esta -
contribucibén seguird existiendo aunque se eliminarun los =-
4dtomos 1,2- o 3,4-carbono de los correspondientes benzocar-
bazoles. |

Baséndose en lo precedente, los compuestos re-
sultantes 3-fenilindol y 2-fenilindol, rep ectivamente, ma~-

nifestarén transporte o inyewion superiores al indol mismo.

1
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_otros dos compuestos, es decir, los casos en que el nitrb-
| geno del carbazol estd reemplazado por oxigeno o azufre, es

‘decir dibenzo / bd7furano y dibenzo /bd/tiofenc. Los com- -

3~-fenilindol 2-fenilindol

Se pueden considerar como materiales activos a

puestos sustituidos con fenilo, de inters aqui, son:

o

%-fenilbenzo/b_/furano © 2-fenilbenzo/ b_7/furano

3-fenfibm® /Tb_7tiofeno

Ejemplos de ofros compuestos que satisfacen es-

2-fenilbenzo/ b_7/tiofeno

terequisito estén ilustrados mds adelante, juntamente con el
compuesto progenitor del cual se deriva el compuesto susti-

tuido con fenilo.
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Compuesto progenitor

5,6-benzocriseno

.~ O
' NG

1,2-benzotetraceno

nafto-(1l,2-3,4)-pireno

- 33

2-fenilantraceno

Q1

0

1rfeniipireno
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nafto-(1',2'-3,4~)carbazol 3-~fenilcarbazol
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. ha sido extendida por sustitucién con fenilo. Se puede des-

nafto~(2',1'-3,4)-carbazol 4-fenilcarbazol

(1) El grupo ~CH=CH~ eliminado en cada compuesto esté ro-
deado por un circulo.

Dentro del alcance de la presente invencidn,
estén también incluidas estructuras equivalentes en las -
cuales N estd reemplazada por 8 é 0. La actividad de estos
materiales depende de la estructura aromitica de la molécu-
la y por lo tanto se puede agregar a los fenil aromaticos,
sin pérdida de actividad, sustituyentes del grupo funcional
tales como alquilo, amino, nitro, etc., que facilitan la -
quimica de la preparaciém o alterar con ventaja las propie-
dades mecénicas de los polimeros que los tienen como unida~
des repetitivas. \

En la siguiente manera sé puede describir la -
clase de compuestos y polimeros que se producen utilizlndo-
los como parte de la unidad repetitiva. Un sistema arowéti-
co, que incluye heterociclicos y aquellos con sustituyentes

grupo funcional, en que la deslocalizacién del electrdén T

cribir la posicidn del grupo fenilo como la formada por eli+
minacidén de dos carbonos y el doble enlace fino en el angu-
lo del znillo de articulacién desde el hidrocarburo aromé-
tico que tiene un anillo més que el compuesto sustituido.

Por ejemplo, en el l,2-benzantraceno, la eliminacidn de los

dos carbonos y el doble enlace fijo, que manifiesta una reag
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tividad equivalente a la de una olefina, da por resultado

la molécula activa de 2-fenilnaftaleno.

\J/'.'

En breves términos, la presente invencidén incluye la clase

‘de compuestos que comprenden aromiticos sustituidos con fe-

nilo en que la posicidn del grupo fenilo ha sido determinada
por eliminacidn del arillo articulado desde ¢l aromdtico -
que tiene un anillo més que el compuesto sustituido. Aunque |
se ha mencionado componentes y proporciones especificos en
la precedente descripeidén de las formas preferidas de lle-
var a la practica la presente invencibén, se puede utilizar
también con resultados similares otros materiales y proce-
dimientos aproﬁiados como los enumerados mas arriba. Ademés|
se puede utilizar otros materiales y modificaciones que -
sinergizan, intensifican o modifican en otra manera al miem
bro fotosensible y el método de uso. Por ejemplo, cuando

se emplea un substrato transparente tal como un recubrimien
to pléastico con un delgado recubrimiento conductivo de alu-
minio u 6xido de estafio, se puede formar imagen en la es--
tructura por exposicién a través del. substrato. Ademds, si
asi fuera conveniente, se puede emplear también un substra-
to eléctricamente aislante. En este caso, se puede aplicar
la carga al miembro formador de imagen, mediante técnicas
de doble carga por efecto corona gue ya son conocidas y des
critas en la técnica. Otras modificaciones, en que se ubi-

liza un substrato aislante o no se utiliza substrato, inelu
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yen disponer el miembro formador de imagen sobre un miembro
de dorso conductivo o platina y cargar la superficie mientrﬁ
se encuentra en contacto con dicho miembro de dorso. Sub- -
siguientemente a la formacién de imagen, se puede despren-

der entonces del dorso conductivo el miembro formador de -

imagen.

Otras modificaciones y ramificaciones de la -
presente invencidn resultarén evidentes para los entendidos
en esta materia después de lé lectura de esta descripcidn.
Se las debe considerar también comprendidas dentro del al-
cance de la invencién.

En resumen, la Patente de Invencidn que se so-

licita, deberd recaer sobre las siguentes:

LS
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REIVINDICACIONES

1. Un mébodo de formacidén de imagen que comprende:
(a) proveer un miembro formador de imagen que tiene una capa
aglomerante llevada por un substrato de soporte, comprendien|
do dicha capa aglomerante particulas fotoconductivas disper-
sadas en una menera no orientada en un material de matriz
drganica eléctricamente activo, teniendo dichas particulas
fotoconductivas la facilidad de generacidén e inyeccién de
lagunas fotoexcitadas, manifestando dicho material de matriz
activo una facilidad para mantener inyeccién de lagunas des-
de dichas particulas fotoconductivas y siendo capaz de un
fécil transporte de lagunas, estando presentes dichas parti-
cules fotoconductivas en una cantidad de aproximadamente
0,1 a 5 por ciento én %olumen de dicha capa'aglomerante, y
en que dicha matriz activa comprende por lo menos un materia]
elegido del grupo que consiste en 2-fenilantraceno, y poli-
meros del mismog 3-fenilindol, B-fenilbenzo[b]furano, 2-fe~
nilbenzo[ﬁ]furano, 3-fenilbenzo{b]tiofeno, 2-fenilbeno[b] tig

‘feno, l-fenilfenantreno, 2-feniltetraceno, l-fenilpireno,

4-fenilpireno, 1-fenilfluoranteno, 2-fenilfluoranteno, 3-fe-
nilcarbazol,.y 4.fenilcarbazols (b) electrostdticamente car-
gar uniformemente dicha capa aglomerante; seguido por (c)
exponer dicha capa, asi cargada a tina fuente de radiacidén
activadora para la cual las particulas fotoconductoras son
adsorbentes y para la cual el material de matriz érganico
activo es no absorvente, teniendo lugasr la exposicién bajo
la forma de un disefio de luz y sombra épticamente proyectado
hacia dicha capa, de manera que las lagunas fotoexcitadas,
generadas por dichas particulas fotaconductivas, son inyecta

das en y son transportadas a través de dicho material de ma-
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triz activo de modo de formar una imagen electrostitica la-
tente sobre la superficie de dicha capa aglomerante.

2. Un método de acuerdo con la reivindicacién 1,
gue incluye ademés revelarrla imagen latente de modo de for
mar una imagen visibvle,

3. Un método de acuerdo con la reivindicacién 2, en
que se repite por lo menos una vez mis las etapas de carga,
exposicidén y revelacidn.

4, Un método de acuerdo con la reivindicacién 1, en
que la‘radiacién de exposicidn esté& comprendida en la gama

de aproximadamente 4000 a 8000 unidades Angstroms.

5. Un método segfin cualquiera de las reivindicacioo.

nes anteriores, en el que la capa fotoconductora comprende
por lo menos un meerial seleccionado entre el grupo formado

por seleneo vitreo, una aleacién de selenio, selenio trigo-

nal, sulfoseleniuro de cadmin y la forma X de ftalocianina |-

exenta de metal.

6. Un método segin cualquiera de las reivindicacion
anteriores, en el que las particulas fotoconductoras se en-
cuentran presentes en una cantidad comprendida, aproximada-
mente, entre 0,1 y 1% en volumen de la capa aglomerante.

7. Un método seglin cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en el que lq capa aglomerante va soportada
en un substrato. \‘

8. Un método segin la reivindicacién 7, en el que
el substrato es electricamente conductor. )

9. Un método segln las reivindicaciones 70 8, en
el que el substrato es transparente.

10. Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el

que ha de recaer la patente de invencidn que se solicita:

s
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UN METODO DE FORMACION DE IMAGEN.,
Todo -conforme queda descrito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva que consta de cuarenta péaginas

mecanografiadas y dibujos que se acompafian.

Madrid, 2 mayo 1.975
BERNARDO [UNGRTA
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